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PARTE PRIMA

Con riferimento dla cdla di memoria RAM di

tipo daico shemdizzata in  figura, S F Voo F
dimensionino: s ° Y
1 i codfidenti b de tranggoi di vy, L4 [R | ! L v,
precarica M5 e M6 in modo tae che il M5 VJVE JVXL M6
tempo necessario affinché il segnde di J_I_. Q| ™
precaica raggiunga il 90% ddla sua 1 M2 % M4 ]
excurdgone da pari a2ns S U 4 -—
inizidmente scgrairche le caoa:it%poggi% _I_ M1 [ M3 l
CBL2, Ca1 —T—CNQ —T—CQ CaLz
2 i codfficienti b de trangstori M1 e M3 I BL1 BL2 I

(supposti  ugudi) supponendo che in T
condizioni  dazionaie la  potenza
disspataddlacdlasapai a24 nW.
Ipotizzando di voer sivere il dao V= “1" e VpL= “0" e supponendo che ndla cdla sa
inzimente memorizzato il dao Vo= “0" e Vng= “1", s cdcdli il tempo necessario affinché il
nodo NQ raggiungalasogliadi spegnimento di M1. A td fine, per semplicita, s consderi:
1 codante latensone aulle bit-line
2 che durante il trangtorio in quedione, la tensone d nodo Q rimanga inferiore dla soglia di
accengone di M3.

Vpp=3.5V;

Vin= |VTp| =V =0.5 V;
bs=b=50 mA/V?;

WL H=FH=Vop;

WL =F = 0 V;

CgL1= CpL>=5 pF;

CQ: CNQ:]_O fF;

R=5100 MW
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Pregi e difetti delle logiche nMOS e CMOS
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N.B. in condizioni sazionarieil MOS di pull-down di uno del due rami dela cdla é spento,
pertanto non assorbe corrente quindi
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osservazione: Vg : 0?7 V1 (sogliadi accensonedi M3) P duranteil trangtorio che interessa
il nodo NQ, M3 off b il circuito da studiare & codtituito dalaresstenzaR dd mosM4 e
dala capacita Cno
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